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Voorbeelden
Belangrijk MOS IC-fabricage Formules

met eenheden

1) Afvoerstroom van MOSFET in het verzadigingsgebied Formule (a

Formule. Evalueer de formule [

Idzg’(vgs'vth)z'(1+)‘i'vds)

Voorbeeld met Eenheden

0.0025s 2
0.01374 = ——- (245v -34v) - (1+9-1.24v)

2) Concentratie van acceptordoteringsmiddel Formule (a1

Formul | Evalueer de formule [

1

N, =
2-m- Ly - W - [Charge-e] - i, - Cyep

a

Voorbeeld met Eenheden

1
T 2-3.1416 - 3.2um - 5.5um - 1.6E-19¢ - 400 m¥/v's - L4k

1E+32 electrons/m*

3) Concentratie van donordoteringsmiddelen Formule (a{

ol |
Isat - Lt
Nd =
[Charge-e] - W - i, - Cgep

Voorbeeld met Eenheden
2.015a - 3.2 pum

1.7E+23 electrons/m®* =
1.6E-19¢ - 5.5um - 30m?/v*s - 1.4puF

4) Diepte van focus Formule (a{

Voorbeeld met Eenheden
)‘l 223nm
DOF = k, 1.3013ym = 3 -
NAZ 0.717
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5) Driftstroomdichtheid als gevolg van gaten Formule (ag

m Evalueer de formule [

Jp = [Charge-e] - p - p, - E;

Voorbeeld met Eenheden

0.0718A/mm?> = 1.6E-19c - 1E+20e¢lectrons/m* + 400m?/v*s + 11.2v/m

6) Driftstroomdichtheid als gevolg van vrije elektronen Formule (af

Formule Evalueer de formule [

J, = [Charge-e]-n -y, - E

i

Voorbeeld met Eenheden

53.8331ua = 1.6E-19¢ - 1E+6electrons/cm® + 30m?/v*s - 11.2v/m

7) Equivalente oxidedikte Formule (af

!m@ Voorbeeld met Eenheden Seplluser @l il B

3.9 14.6681nm = 8.5 39
EOT = thigh_kA kh. — . nm = 8.Dnm 276
igh-k

8) Kanaal weerstand Formule (af

Ly 1 3.2um 1
Ren = W ’ 346320 = 5.5um . 30m?/v*s - 0.0056 electrons/m?
t Mo Qon

9) Kritische dimensie Formule (af

Voorbeeld met Eenheden Evalleerdeiomils @

223 nm
0.717

485.1883mm = 1.56 -

10) Lichaamseffect in MOSFET Formule (af

Formule |
vt=vth+y-<\/2-¢f+vbS-J2-¢f>

3.9626v = 3.4v + 0.56 - (\/2-0.25\; + 2.43v -J2~ 0.25v>
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11) Maximale doteringsconcentratie Formule (af
Evalueer de formule [

. m
E

S

C.=C. - —_
s = o P T TRonz) T,

Voorbeeld met Eenheden
1E-23) )

4.9E-9electrons/ecm® = 0.005 - exp| -
1.4E-23j/x - 24.5k

12) MOSFET eenheidsversterkingsfrequentie Formule (af

Voorbeeld met Eenheden

2.2s
37.415kHz =
56uF + 2.8uF

13) Schakelpuntspanning Formule
Formue|
P 63V + 3.14v + 25v - |

Vdd + th + th . B_
P 19.1594v = =
1+ ,E

14) Sterf per wafel Formule [
Voorbeeld met Eenheden Seplluser @l il B

31416 150 mm -
803.2481 =
4- 22mm

15) Voortplantingstijd Formule [

13+1
- 542q - 22.54F

Formule

Evalueer de formule [

Formule

N+1
‘R, * G

Tp=0.7~N-< >

0.7782s = 0.7- 13 - (
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Variabelen gebruikt in lijst van MOS
IC-fabricage Formules hierboven

Cdep Capaciteit van de uitputtingslaag
(Microfarad)

ng Poortafvoercapaciteit (Microfarad)
Cgs Gate-broncapaciteit (Microfarad)
C| Belastingscapaciteit (Microfarad)

C,, Referentieconcentratie

Cs Maximale doteringsconcentratie (Elektronen
per kubieke centimeter)
CD Kritische dimensie (Nanometer)

d,, Diameter wafeltje (Millimeter)

DOF Diepte van focus (Micrometer)

DPW Sterf per wafel

E; Elektrische veldintensiteit (Voit per meter)

E Activeringsenergie voor de oplosbaarheid van
vaste stoffen (Joule)

EOT Equivalente oxidedikte (Nanometer)

ft Eenheidsversterkingsfrequentie in MOSFET
(Kilohertz)

Om Transconductantie in MOSFET (Siemens)

|4 Afvoerstroom (Ampére)
It Verzadigingsstroom (Ampére)

J, Driftstroomdichtheid als gevolg van elektronen
(Microampere)

Jp Driftstroomdichtheid als gevolg van gaten
(Ampere per vierkante millimeter)

k4 Procesafhankelijke constante

ko Evenredigheidsfactor

khigh-k Diélektrische materiaalconstante
L¢ Lengte van de transistor (Micrometer)

N Elektronenconcentratie (Elektronen per kubieke
centimeter)

N Aantal doorlaattransistoren

Na Concentratie van acceptordoteringsmiddel

(Elektronen per kubieke meter)

- © formuladen.com

Constanten, functies, metingen
gebruikt in de lijst met MOS IC-
fabricage Formules hierboven

constante(n): [BoltZ], 1.38064852E-23
Boltzmann-constante

constante(n): pi,
3.14159265358979323846264338327950288
De constante van Archimedes

constante(n): [Charge-e], 1.60217662E-19
Lading van elektron

Functies: exp, exp(Number)

Bij een exponentiéle functie verandert de waarde
van de functie met een constante factor voor elke
eenheidsverandering in de onafhankelijke
variabele.

Functies: sqrt, sqrt(Number)

Een vierkantswortelfunctie is een functie die een
niet-negatief getal als invoer neemt en de
vierkantswortel van het gegeven invoergetal
retourneert.

Meting: Lengte in Micrometer (um), Nanometer
(nm), Millimeter (mm)

Lengte Eenheidsconversie @

Meting: Tijd in Seconde (s)

Tijd Eenheidsconversie @

Meting: Elektrische stroom in Ampeére (A),
Microampeére (uA)

Elektrische stroom Eenheidsconversie B
Meting: Temperatuur in Kelvin (K)
Temperatuur Eenheidsconversie @

Meting: Gebied in Plein Millimeter (mm?)
Gebied Eenheidsconversie @

Meting: Energie in Joule (J)

Energie Eenheidsconversie @

Meting: Frequentie in Kilohertz (kHz)
Frequentie Eenheidsconversie @

Meting: Capaciteit in Microfarad (uF)
Capaciteit Eenheidsconversie B

Meting: Elektrische Weerstand in Ohm (Q)
Elektrische Weerstand Eenheidsconversie @
Meting: Elektrische geleiding in Siemens (S)
Elektrische geleiding Eenheidsconversie B
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« Ny Concentratie van donordoteringsmiddelen
(Elektronen per kubieke meter)
« NA Numeriek diafragma

« P Gatenconcentratie (Elektronen per kubieke
meter)

. Qon Dragerdichtheid (Elektronen per kubieke
meter)

« R¢p Kanaal weerstand (Ohm)

« Ry, Weerstand in MOSFET (Ohm)

« Sy Grootte van elke matrijs (Plein Millimeter)
« T, Absolute temperatuur (Kelvin)

. thigh-k Dikte van materiaal (Nanometer)

. Tp Voortplantingstijd (Seconde)

. Vbs Spanning toegepast op lichaam (Volt)
. Vdd Voedingsspanning (Volt)

. Vds Afvoerbronspanning (Volt)

. Vgs Poortbronspanning (Volt)

. Vs Schakelpuntspanning (Volt)

« Vi Drempelspanning met substraat (Volt)

. Vth Drempelspanning zonder lichaamsafwijking
(Volt)
« Vin NMOS-drempelspanning (Volt)

. th PMOS-drempelspanning (Volt)
. Wt Transistorbreedte (Micrometer)

« B Transconductantieparameter (Siemens)

By, NMOS-transistorversterking

. Bp PMOS-transistorversterking

« Y Lichaamseffectparameter

. )‘i Modulatiefactor kanaallengte

« A Golflengte in fotolithografie (Nanometer)

» Mp Elektronenmobiliteit (Vierkante meter per volt
per seconde)

« Hp Gatenmobiliteit (Vierkante meter per volt per
seconde)

« @; Bulk Fermi-potentieel (Volt)

. © formuladen.com

Meting: Golflengte in Micrometer (um),
Nanometer (nm)

Golflengte Eenheidsconversie @

Meting: Oppervlakte stroomdichtheid in Ampeére
per vierkante millimeter (A/mm?)

Oppervlakte stroomdichtheid Eenheidsconversie

@

Meting: Elektrische veldsterkte in Volt per meter
(V/m)

Elektrische veldsterkte Eenheidsconversie @
Meting: Elektrisch potentieel in Volt (V)
Elektrisch potentieel Eenheidsconversie @
Meting: Mobiliteit in Vierkante meter per volt per
seconde (m#V*s)

Mobiliteit Eenheidsconversie @

Meting: Elektronendichtheid in Elektronen per

kubieke meter (electrons/m?), Elektronen per
kubieke centimeter (electrons/cm?)

Elektronendichtheid Eenheidsconversie @
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Download andere Belangrijk Geintegreerde schakelingen (IC) pdf's

e Belangrijk MOS IC-fabricage e Belangrijk Schmitt trigger Formules (af
Formules @

Probeer onze unieke visuele rekenmachines

A Percentage stijging @ o ) GGD rekenmachine @

HCF

Gemengde fractie

DEEL deze PDF met iemand die hem nodig heeft!

Deze PDF kan in deze talen worden gedownload
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